Him- | ai : GD 170
(D Germanium-pnp-Leistungstransistor ol

Der NF-Leistungstransistor GD 170 (alte Bezeichnung OC 837) ist ein legierter
Ge-pnp-Flichentransistor.

Der Einsatz des Leistungstransistors ist vornehmlich fir 30-V-Schalter-
anwendung.

Statische Kennwerte (fiir i, = 25 'C — 5 grd)

Kollektorreststréme
—leas = 151‘“‘ == 5’0‘,’1»& bei —Ucg = 6V
—lceo = 400 A = 1500 pA bel —Ucg = 6V
_ICEE = 70 i_J..ﬂ = 150 ;h‘\ bei —Urg = &Y
Emitterreststrom —lgao = 150 uA = 500 A bei —Ugg = 10V
Restspannung —Urgs: =035Y = 06V bei —lc = 3A
—lg = 0.5 A
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Gleichstromverstirkung

—lc = 10mA bei —lc = 200mA  —lUcg = 6V
ey = DSV = BEW
—Is = 100 mA

Uge = 07510V bei —lc = 1,54 —Ueg =2V
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Ubergangstrequenz ! ' ' / .
fr = 200 kHz = 100 kHz ' | 7/ 4
bei —lc¢ =D01A 10000 s ;J' -
""'UCE = &Y £ -
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Paarigkeitsbedingungen 2 x GD 170 f{ f{""& l
Die zu einem Paar zusammengesteliten Transistoren AN o
fiir Gegentaktstufen sind wie folgt ausgewihlt: | A ey 0§ Y
Das Verhiltnis der Basisstréme der einzelnen Tran- 1000 £
sistoren betrigt bis zum Kollektorstrom von - —
—lc=3A 500 =
la1 4 -
gz =12 (lg1 = le2). | |
Dabel betrigt auch das Verhiltnis der Basisspannun- | i |
gen der einzelnen Transistoren bis zum Kollektor- 100 - -
strom von —lc= 3 A L W &y B0 80 =3/ 100

Uge 1
= H
Daa g 1.2 (Uge1 = Uges)

Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichtcemperatur

Wirmewiderstand
grd “Uegp
Rewi = 7,55 (Sperrschichtgehiuse) _‘-"'"_
"
Grenzwerte (fir &, = 45°C)
30
—\cpg =33V —de =3 A ! fir &g = &5°C
—Ugpg = 10V lg = 3,6A S~
—Uggn, = W0V —lg = 0,6 A 0
bei Rgg = 5012 '
9 =75°C i
9§, = 65°C
0
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Kollektoremitterspannung  als Funktion des #duferen Basis-
emitterwiderstandes

z | Kihipieche, Aly 2 mm,
Fy verikse Loge, biank
b 50 ":__' 200 cm? isolierung, Pertinos -
N scheibe 0.1 mm
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Verlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor GD 170



